GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UNA “STRUMENTAZIONE DI DEPOSIZIONE PER SPUTTERING” DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI CATANIA DELL’ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BEYOND-NANO” 
CUP G66J17000350007
CIG 9652040B5F
RUP DOTT. ROSARIO CORRADO SPINELLA


OFFERTA TECNICA E RELAZIONE 



Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. 
Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 
La presente dichiarazione dovrà essere inviata attraverso l’inserimento sul Sistema telematico nell’apposita sezione “Offerta Tecnica”, comprensiva di eventuali allegati alla medesima, che illustrino compiutamente la fornitura offerta. 


1. Descrizione generale del sistema
………………………………….











2. Caratteristiche relative a tutti i requisiti tecnici minimi richiesti nel capitolato. 
[bookmark: _Toc77752624](Nota bene: nell’offerta tecnica si richiede una risposta punto-punto a ciascuna voce del capitolato tecnico riportata al capitolo 3.4: caratteristiche tecniche e dotazioni minime richieste   ) 
	....
La fornitura relativa alla Strumentazione di deposizione per sputtering dovrà essere costituita, pena l’esclusione dalla gara, dai seguenti componenti, inclusi i ricambi e le condizioni di garanzia e dovrà garantire i requisiti tecnici minimi di seguito elencati:

 La camera principale deve consentire facilità di accesso per pulizia e manutenzione, di dimensione almeno 7E-2 m3
o pompe nella camera principale primaria e turbomolecolare di velocità almeno 50 m3/h e  1500 l/s, rispettivamente, 
o Pressione minima raggiungibile	 di almeno (minore o uguale)  di 1E-7 mbar, 
o misuratori di pressione per il range completo di operazione, con pressione minima misurabile di almeno 5E-9 mbar, 
o Porta campioni con rotazione per migliorare l’uniformità di deposizione e dimensione massima del campione (wafer) almeno pari a 150 mm di diametro, 
o possibilità di riscaldamento del campione a temperatura almeno pari a 600 °C, numero di sorgenti sputter (catodi magnetron) almeno pari a 3, per un totale di almeno 3 materiali distinti depositabili senza apertura della camera principale per cambio target, 
o almeno tre alimentazioni dei catodi magnetron distinte per consentire la co-deposizione, tutte da almeno 300 W di potenza nel caso di alimentazione RF, o da almeno 500 W nel caso di alimentazione DC. Gli alimentatori devono essere due di tipo RF e uno di tipo DC, 
o una bilancia al quarzo per il controllo dello spessore depositato sul campione,
o uniformità dello spessore del film sottile depositato almeno migliore (minore di) del 5% su wafer di 6”, 
o sorgente RF per la pulizia del campione prima della deposizione, 
o sistema di riscaldamento delle pareti della camera principale ad acqua o con fasce riscaldanti, 
o controllo automatico del processo di deposizione, 
 il sistema deve possedere una camera di loadlock per il caricamente dei campioni 
o con pressione base raggiungibile almeno minore o uguale a 7E-7 mbar,
o con pressione raggiunta dopo un’ora dall’inizio pompaggio a partire da pressione atmosferica pari ad almeno (minore di) 1E-6 mbar, 
o con misuratori di pressione che consentano il controllo di tutto il range di operazione, con pressione minima misurabile almeno maggiore o uguale a 1E-8 mbar,
o pompe primaria / turbo con velocità di pompaggio di almeno 14 m3/h e 65 l/s, rispettivamente, 
o trasporto automatizzato da load-lock a camera principale e viceversa, 
 controllo di tutto il sistema tramite computer e PLC o similare,
 tempo di delivery minore o uguale a 215 giorni, 
 tempo di garanzia maggiore o uguale a 24 mesi
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REQUISITI TECNICI AGGIUNTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
3) L’apparecchiatura dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche:
Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
	n°
	criteri di valutazione
	
	sub-criteri di valutazione
	Nota: indicare con una “X” il requisito  offerto

	1
	Pompa Rotativa e Pompa Turbomolecolare in Camera Principale 
	1.1
	Velocita di pompaggio, rispettivamente, maggiore di 60 m3/h e maggiore di 2100 l/s (per N2)
	

	2
	Dimensioni Massime del campione (wafer) su cui è possibile fare la deposizione di film sottile
	2.1
	Wafer di 8” o diametri maggiori 
	

	3
	Temperatura Massima raggiungibile sul campione (wafer) durante la deposizione di film sottile
	3.1
	800 °C o temperatura maggiore
	

	 4
	Dimensioni dei target dei catodi magnetron 
	4.1
	Maggiore di 3” e minore o uguale a 4” di diametro
	

	
	
	4.2
	Maggiore di 4” e minore o uguale a 6” di diametro
	


	 5
	Numero di catodi magnetron installati nella camera principale 
	5.1
	4 o più di 4
	

	 6
	Numero di alimentatori per catodi magnetron (tipo DC, RF, o DC pulsed) 
	6.1
	4 o più di 4
	

	7
	Potenza MINIMA degli alimentatori per catodi magnetron (tipo DC, RF, o DC pulsed)
	7.1
	Almeno 400 W per alimentatore RF, almeno 500 W per alimentatore DC, e almeno 2 kW per alimentatore DC pulsed  
	

	 8
	Presenza di RF power supply per pulizia / trattamento in plasma della superficie del campione pre- o post-deposizione 
	8.1
	RF power supply
	

	
	Totale
	
	
	



